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１．概要（Summary） 

GaAs や InAs の低次元構造を簡便に形成する方法と

して、固相エピタキシャル成長法がこれまでに提案されて

いる[1,2]。しかし、GaAs 系混晶半導体の固相エピタキシ

ャル成長に関する報告はほとんど存在せず、Si や Ge の

ような IV族系半導体の場合と比べて未開拓の技術と言え

る。本研究では、GaAs 系混晶半導体の固相成長技術の

開拓に向け、不純物原子Xをイオン注入した InxGa1-xAs

の結晶性評価を行い、どの程度高品質な成長層が得られ

るのか、あるいは結晶欠陥がどのように形成され、その導

入が制御できるのかを明らかにすることを目的とした。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置、薄膜構造評価 X線回析装置、二次イ

オン質量分析装置:SIMS 

【実験方法】 

試料は分子線エピタキシー  (MBE) 法により、InP 

(001) 基板上に成長した InxGa1-xAs を用いた。

InxGa1-xAsに原子 Xをイオン注入することで試料最表層

にアモルファス InxGa1-xAs を形成した。イオン注入後は

試料を窒素雰囲気中で 600 ℃熱処理した。イオン注入

前後ならびに熱処理後の評価のためにＸ線回折 (XRD) 

法、SIMS、透過電子顕微鏡 (TEM) を用いた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 1 にイオン注入後と注入後に熱処理をした試料の

XRD スペクトルを示す。回折角度 63.9˚付近のスペクトル

の肩は、用いた InxGa1-xAs 層が InP 基板に対して格子

不整合であるために、元来層内に形成されていた格子の

乱れ・結晶欠陥由来のものであると考えている。着目した

のは InP基板由来の回折ピークのすぐ高角度側、63.45˚

付近のピークである。これはイオン注入前には見られず、

イオン注入後に生じたピークである。熱処理後は、63.55˚

付近に明瞭なピークが確認できる。熱処理によって

InxGa1-xAs 層が結晶化したことが考えられる。断面 TEM

観察においても熱処理によるアモルファス層の結晶化が

確認でき、当該層には双晶が形成されることも確認した。 
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Fig. 1: XRD spectra of as-implanted and 

annealed InxGa1-xAs. 


